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In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 48 070.9-33

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
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Dr. Meinel als Vorsitzendem sowie der Richter Dr. Gottschalk, Knoll und

Dipl.-Phys. Lokys
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beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschlul3 der Pri-
fungsstelle fur Klasse H 01 J des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 10. Januar 2002 aufgehoben.

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen erteilt:
Anspruche 1 bis 8 und Beschreibung, Seiten 1 bis 10, diese Un-
terlagen uberreicht in der mundlichen Verhandlung vom 4. No-

vember 2003, und ein Blatt offengelegte Zeichnung, eine Figur.

Anmeldetag: 19. Oktober 1998

Prioritat: 21. Oktober 1997 (AZ 955.833 US)

Bezeichnung: Niedrigenergie-Elektronenstrahllithographie

Griunde

Die Prufungsstelle fir Klasse HO1J des Deutschen Patent- und Markenamts hat
die am 19. Oktober 1998 eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung
"Niedrigenergie-Elektronenstrahllithographie”, fur die die Unionsprioritat einer An-
meldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 21. Oktober 1997 (Akten-
zeichen 955.833) in Anspruch genommen ist, durch Beschlul® vom 10. Ja-

nuar 2002 zurtckgewiesen.

Zur Begrindung ist ausgefuhrt, dal3 der Gegenstand des weiterverfolgten ur-
sprunglichen Patentanspruchs 1 gegenuber dem Stand der Technik nach den Ent-

gegenhaltungen



- DE 27 39 502 B (Druckschrift 1)

- J. Vac. Sci. Technol. B, Bd. 10, Nr. 6, November/Dezember 1992,
Seiten 3083 bis 3098 (Druckschrift 3)

- Solid State Technology, September 1984, Seiten 210 bis 217
(Druckschrift 4)

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, wobei die Druckschrift 3 aus den

drei Veroffentlichungen

- M. A. McCord et al "Low voltage, high resolution studies of electron
beam resist exposure and proximity effect", J. Vac. Sci. Technol. B,
Bd. 10, Nr. 6, November/Dezember 1992, Seiten 3083 bis 3087
(Druckschrift 3a)

- P. A. Peterson et al "Low-voltage electron beam lithography",
J. Vac. Sci. Technol. B, Bd. 10, Nr. 6, November/Dezember 1992,
Seiten 3088 bis 3093 (Druckschrift 3b) und

- Y.-H. Lee et al "Low voltage alternative for electron beam lithogra-
phy", J. Vac. Sci. Technol. B, Bd. 10, Nr. 6, November/Dezem-
ber 1992, Seiten 3094 bis 3098 (Druckschrift 3c)

besteht.

Zum Stand der Technik sind im Prufungsverfahren als weitere Entgegenhaltungen

- J. Vac. Sci. Technol. B, Bd. 8, Nr. 1, Januar/Februar 1990, Sei-
ten 39 bis 46 (Druckschrift 2)

- DE 29 39 044 A1 (Druckschrift 5) und

- IBM Technical Disclosure Bulltetin, Bd. 25, Nr. 2, Juli 1982, Sei-
ten 634 und 635 (Druckschrift 6)

in Betracht gezogen worden.



Gegen den vorgenannten Beschlul richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er verfolgt sein Schutzbegehren mit den in der mundlichen Verhandlung uber-
reichten Patentansprichen 1 bis 8 mit angepaliter Beschreibungseinleitung weiter
und vertritt die Auffassung, daf® die Vorrichtung und das Verfahren nach den neu-
gefalten Patentanspruchen 1 bzw. 8 gegeniber dem im Verfahren befindlichen
Stand der Technik patentfahig seien.

Der Anmelder beantragt,

den Beschlul3 der Prufungsstelle fur Klasse HO1J des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 10. Januar 2002 aufzuhe-

ben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Anspriche 1 bis 8 und Beschreibung, Seiten 1 bis 10, diese
Unterlagen Uberreicht in der mundlichen Verhandlung vom
4. November 2003, und ein Blatt offengelegte Zeichnung, eine

Figur.

Die geltenden nebengeordneten Patentanspriche 1 und 8 lauten (nach Korrektur
eines offensichtlichen Schreibfehlers im Anspruch 8, wonach die Dicke des Re-
sists - entsprechend dem geltenden Anspruchs 1 - vorzugsweise 0,1 um (anstelle

1 um) betragt):

"1. Vorrichtung zum Strukturieren eines strahlungsempfindli-
chen Resists (42) auf einem Halbleitersubstrat (40) mittels
eines eine Maske (30) durchsetzenden Elektronenstrahls
(15),
dadurch gekennzeichnet, daf}

- die Beschleunigungsspannung fur den Elektronenstrahl
(15) 1 bis 4 kV, vorzugsweise 2 kV, betragt,



die Stromstarke des Elektronenstrahls (75) 0,3 bis
20 pA,

vorzugsweise 3 A, betragt,

der Strahldurchmesser des Elektronenstrahls (715)
0,1 bis 5,0 mm,

vorzugsweise 1 mm, betragt,

das Resist (42) eine Dicke von 0,03 bis 0,3 um,
vorzugsweise 0,1 um, hat,

der Abstand zwischen der Maske (30) und dem Resist
(42) 10 bis 300 um, vorzugsweise 50 um, betragt, und
die Maske (30) keine Absorberschicht aufweist und eine

Dicke von 0,2 bis 1,0 um, vorzugsweise 0,5 um, hat.

Verfahren zum Strukturieren eines strahlungsempfindlichen

Resists (42) auf einem Halbleitersubstrat (40) mittels eines

eine Maske (30) durchsetzenden Elektronenstrahls (15),

dadurch gekennzeichnet, dal}

die Beschleunigungsspannung fur den Elektronenstrahl
(15) 1 bis 4 kV,

vorzugsweise 2 kV, betragt,

die Stromstarke des Elektronenstrahls (75) 0,3 bis
20 pA,

vorzugsweise 3 A, betragt,

der Strahldurchmesser des Elektronenstrahls (715)
0,1 bis 5,0 mm,

vorzugsweise 1 mm, betragt,

das Resist (42) eine Dicke von 0,03 bis 0,3 um,
vorzugsweise 0,1 um, hat,

der Abstand zwischen der Maske (30) und dem Resist

(42) 10 bis 300 um, vorzugsweise 50 um, betragt, und



- die Maske (30) keine Absorberschicht aufweist und eine

Dicke von 0,2 bis 1,0 um, vorzugsweise 0,5 um, hat."

Wegen der geltenden Unteranspriche 2 bis 7 und der weiteren Einzelheiten wird

auf den Akteninhalt verwiesen.

|
Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig und auch begrindet;
denn die Lehren der geltenden nebengeordneten Patentanspriiche 1 und 8 sind
dem Fachmann durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht na-
hegelegt.

1. Die geltenden Patentansprtiche 1 bis 8 sind zulassig.

Die nicht fakultativen Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 finden inhaltlich

eine ausreichende Stutze in den urspringlichen Anspruchen 1, 2 und 10 in Verbin-
dung mit der urspringlichen Beschreibungsseite 6, Zeilen 4 bis 10 (hinsichtlich der
Maskendicke und der Ausbildung der Maske ohne Absorberschicht). Die fakultati-
ven Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 sind durch die urspringlichen
Anspruche 5 bis 9 und 11 gedeckt. Soweit im geltenden Patentanspruch 1 der Be-
griff "Fotolack" durch den Begriff "Resist" ersetzt worden ist, handelt es sich hier-

bei fir den Fachmann um Synonyme.

Die geltenden Unteranspruche 2 und 4 bis 6 entsprechen inhaltlich - in dieser Rei-

henfolge - den urspringlichen Ansprtichen 2, 4, 3 bzw. 12.

Der geltende Unteranspruch 3 enthalt einen Teil der Merkmale des ursprunglichen

Anspruchs 11.



Der geltende Unteranspruch 7 entspricht dem ursprunglichen Anspruch 13 ohne

die dortige Zweckangabe.

Der geltende Nebenanspruch 8 ist inhaltlich durch die urspringlichen Anspru-
che 14 und 15 iVm den Anspruchen 1 und 5 bis 11 gedeckt.

2. Nach den Angaben in der geltenden Beschreibung (Seite 1, Absétze 1 und 2)
geht die Erfindung in den Oberbegriffen der nebengeordneten Patentanspriche 1

bzw. 8 vom Stand der Technik nach der sich mit der Elektronenstrahl-Proximity-

Projektionslithogrophie im Submikrometer-Bereich befassenden Druckschrift 4
aus, die eine Vorrichtung und implizit auch ein Verfahren zum Strukturieren eines
strahlungsempfindlichen Resists auf einem Halbleitersubstrat mittels eines eine
Maske durchsetzenden Elektronenstrahls offenbart (vgl die Zusammenfassung auf
der Titelseite iVm den Figuren 1 bis 6 nebst der dazugehérigen Beschreibung auf
Seite 210, linke Spalte, Absatz 1 bis Seite 212, rechte Spalte, Absatz 2). Die Be-
griff "Proximity" besagt dabei, dal’ die Maske nahe am Halbleitersubstrat - hier in

einem Abstand von 0,5 mm - angeordnet ist (Seite 210, rechte Spalte).

Gemal der Beschreibungseinleitung (Seite 2, letzter Absatz bis Seite 5, Absatz 3)
hat dieser aus dem Jahr 1984 stammende gattungsbildende Stand der Technik in
der Praxis zu keinem Durchbruch der Elektronenstrahl-Proximity-Projektionslitho-
graphie gefiuhrt, obwohl die dabei vorgesehene Elektronen-Energie von 10 keV fur
die damalige Zeit sehr gering, die Maskendicke von 2 um kleiner als Ublich und
der Abstand zwischen Maske und Halbleitersubstrat von 0,5 mm ungewohnlich
klein gewesen seien. Bei der Strahlenergie von 10 keV sei es namlich erforderlich
gewesen, die Maske mit einer Absorberschicht aus einem geeigneten Metall zu
versehen, um die Elektronen abzufangen, die keine Maskendéffnungen trafen, weil
diese Elektronen sonst die dunne Membran der aus Silizium bestehenden Maske
durchdrungen und das Abbildungsmuster im Resist unscharf gemacht hatten. Eine

dickere Siliziummaske hatte aber die Abbildung kleiner Linienbreiten auf dem



Halbleitersubstrat erschwert, weil das Verhaltnis der Linienbreite zur Maskendicke

- das sogenannte Seitenverhaltnis - ungunstiger geworden ware.

In der Praxis seien daher Elektronenstrahlen mit einer hohen Energie von wenig-
stens 50 keV vorgezogen worden, die einen "steifen" Strahl mit hoherer Aufldsung
- dh scharferer Abbildung - lieferten. Ein Nachteil der Hochenergiestrahlen sei
aber der - auf der Ruckstreuung von Elektronen durch das Halbleitersubstrat in die
Resistschicht beruhende - Proximityeffekt, der zu Auflésungsproblemen insbeson-
dere bei der Abbildung der immer kleiner werdenden Strukturen von integrierten
Schaltungen fuhre. Hinzu komme, dal} die Empfindlichkeit der Resistmaterialien
mit zunehmender Energie der Elektronen abnehme. Letzteres sei zwar durch ei-
nen hoheren Strom - dh eine hdohere Elektronendichte im Strahl - kompensierbar,
jedoch fuhre dies zu Raumladungseffekten und zur Aufheizung der Maske, was zu
Lasten der Auflosung gehe. Eine Begrenzung des Stroms verlangere aber die "Be-

lichtungszeit" und verringere daher den Durchsatz.

Diese Nachteile hatten fur einige Zeit das Interesse an Niedrigenergie-Elektronen-

strahlen wiederbelebt. So sei der Druckschrift 3¢ - veroffentlicht 1992 - entnehm-

bar, dald der Proximityeffekt bei einer 66 nm dicken PMMA-Resistschicht auf ei-
nem Siliziumsubstrat durch Verwendung einer Elektronenstrahlenergie von 2 keV
wesentlich verringert werden kann. Jedoch habe auch dies nicht zu einer kommer-
ziellen Nutzung von Niedrigenergie-Elektronenstrahlen zur Belichtung und Struk-
turierung von Resistschichten gefuhrt. Vielmehr sei die Entwicklung in Richtung ei-
ner Niederspannungslithographie mittels eines elektronenoptischen Ruckfeldes,
einer Mehrfachanordnung von Miniatur-Elektronenstrahlen oder einer Mehrfachan-

ordnung von Rastertunnelmikroskopspitzen gegangen.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Anmeldungsgegenstand als technisches Pro-
blem die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren fir die Elektro-
nenstrahl-Proximity-Projektionslithographie mit einem ausreichenden Durchsatz

und mit ausreichender Genauigkeit fur die Ausbildung von Nanometerstrukturen



bei der Massenproduktion von integrierten Schaltungen zu schaffen (geltende Be-

schreibung, Seite 5, letzter Absatz).

Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemafRen Vorrichtung bzw. bei einem gat-

tungsgemalen Verfahren jeweils mit der - gleichen - Merkmalskombination nach

dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 bzw. 8 gel0ost:

die Beschleunigungsspannung fur den Elektronenstrahl betragt 1 bis 4 kV,
vorzugsweise 2 kV, (Merkmal a)

die Stromstarke des Elektronenstrahls betragt 0,3 bis 20 A,
vorzugsweise 3 pA, (Merkmal b)

der Strahldurchmesser des Elektronenstrahls betragt 0,1 bis 5,0 mm,
vorzugsweise 1 mm, (Merkmal c)

das Resist hat eine Dicke von 0,03 bis 0,3 um,

vorzugsweise 0,1 um, (Merkmal d)

der Abstand zwischen der Maske und dem Resist betragt 10 bis 300 um,
vorzugsweise 50 um, (Merkmal e) und

die Maske weist keine Absorberschicht auf und hat eine Dicke von 0,2

bis1,0 um, vorzugsweise 0,5 um (Merkmal ).

Gemaly der zur Erlauterung des Patentanspruchs heranzuziehenden geltenden
Beschreibung (Seite 7, Absétze 1 und 2) ist dabei:

die niedrige Beschleunigungsspannung (Merkmal a) mit der Dicke des ultra-
dunnen Resists (Merkmal d) so korreliert, daly im wesentlichen alle auf das
Resist auftreffenden Elektronen im Resist absorbiert werden, so dal} nur
wenige Elektronen - wenn Uberhaupt - das Halbleitersubstrat erreichen, was
einerseits eine im wesentlichen vollstandige Elimination des Proximityef-
fekts und andererseits eine hocheffiziente Sensibilisierung des Resists

durch den Elektronenstrahl ergibt,



-10 -

- wegen der niedrigen Stromstarke (Merkmal b) ist die Elektronendichte im
Strahl so gering, dald im wesentlichen keine Raumladungseffekte auftreten,
was die Aufldsung verbessert,

- wegen der niedrigen Stromstarke (Merkmal b) iVm der niedrigen Beschleu-
nigungsspannung (Merkmal a) ist die Energie des Elektronenstrahls derart
klein, dald die Aufheizung der Maske, des Resists und des Halbleitersub-

strats unbedeutend ist, was die Auflosung ebenfalls verbessert.

Gemal der Beschwerdebegrindung vom 20. Marz 2002 (Seite 4, Absatz 3 bis
Seite 5, vorletzter Absatz unter Hinweis auf ein Gutachten von Dr. K... vom
10. Mérz 2003) kommen bei der

Merkmalskombination nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden

Patentanspruchs 1 bzw. 8 zudem folgende Vorteile hinzu:

- die niedrige Strahlenergie (Merkmal a) gestattet die Verwendung sehr dun-
ner Masken ohne Absorberschicht (Merkmal f), wodurch Strukturen mit Ab-
messungen von 100 nm und weniger ohne Verzerrungen herstellbar sind,
bei einem energiearmen Elektronenstrahl (Merkmal a) wird praktisch die ge-
samte Energie in das zwischen 0,03 bis 0,3 um dicke Resist (Merkmal d)
eingebracht, weshalb zur Bestrahlung ein geringer Strahlstrom (Merkmal b)
ausreicht,

- die niedrige Beschleunigungsspannung (Merkmal a) gestattet die Verwen-
dung eines hdheren Strahlstromes (Merkmal b), was eine schnellere Struk-
turierung der Resistschicht ermoglicht, d.h. den Durchsatz erhoht,

- der bei energiearmen Elektronenstrahlen (Merkmal a) unproblematische ge-
ringe Abstand zwischen Maske und Resistschicht (Merkmal e) erhdht wei-
terhin die Genauigkeit der Abbildung und verringert Raumladungseffekte,
die das in der Resistschicht entstehende Muster unscharf machen,

- die mit einem energiearmen Strahl (Merkmal a) arbeitende Vorrichtung ist

wesentlich kompakter und billiger als Ubliche Hochenergie-Vorrichtungen,
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- die erfindungsgemafie Vorrichtung mit niedriger Strahlenergie (Merkmal a),
niedrigem Strahlstrom (Merkmal b), geringer Maskendicke (Merkmal f) und
geringem Abstand zwischen Maske und resistbeschichtetem Substrat
(Merkmal e) gestattet eine hohe Auflésung und hohen Durchsatz.

3. Die - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Vorrichtung zum Strukturieren ei-
nes strahlungsempfindlichen Resists auf einem Halbleitersubstrat mittels eines ei-
ne Maske durchsetzenden Elektronenstrahls nach dem geltenden Patentan-
spruch 1 und das entsprechende Verfahren nach dem geltenden Patentan-
spruch 8 sind gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu
und beruhen diesem gegenuber auch auf einer erfinderischen Tatigkeit des zu-
standigen Durchschnittsfachmanns, der hier als ein mit der Entwicklung und An-
wendung von Elektronenstrahl-Lithographie-Vorrichtungen und entsprechenden
Verfahren fur die Herstellung integrierter Halbleiterschaltungen befaldter, berufser-
fahrener Physiker oder Elektroingenieur mit Universitatsausbildung zu definieren

ist.

a) Die Neuheit der Gegenstande der geltenden Patentanspruche 1 bzw. 8 gegen-
uber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik folgt schon daraus, dal}
- wie sich aus den nachfolgenden Ausfuhrungen zur erfinderischen Tatigkeit er-
gibt - keine der eingangs genannten Druckschriften eine Vorrichtung bzw. ein Ver-
fahren zum Strukturieren eines strahlungsempfindlichen Resists auf einem Halb-
leitersubstrat mittels eines eine Maske durchsetzenden Elektronenstrahls offen-
bart, bei dem die Maske keine Absorberschicht aufweist und eine Dicke von 0,2
bis 1,0 um, vorzugsweise 0,5 um, hat, wie dies der Lehre des vorstehenden Merk-

mals f) der geltenden Patentanspriche 1 bzw. 8 entspricht.

b) Die eingangs genannten Druckschriften kdnnen dem vorstehend definierten
Durchschnittsfachmann die Gegenstande der geltenden Patentanspriche 1 bzw. 8

weder einzeln noch in einer Zusammenschau nahelegen.
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Gemal der Druckschrift 4, von der - wie dargelegt - in den Oberbegriffen der gel-

tenden Patentanspriche 1 bzw. 8 ausgegangen wird - weist der Elektronenstrahl

zwar - insoweit entsprechend den Merkmalen b) und c) der geltenden Patentan-

spruche 1 bzw. 8 - einen Strom von 5 uA (Seite 216, linke Spalte, letzter Absatz)
und einen Durchmesser von 1 mm auf (Seite 212, rechte Spalte, Absatz 2 zur
Fig 6 iVm Seite 211, linke Spalte, Zeilen 3 bis 5), wobei danach bei der Herstel-
lung integrierter Schaltungen (Abstract, Zeile 2) mit Nanometerstrukturen (Submi-
cron Lithography, Uberschrift) auch schon eine hohe Auflésung (Resolution) und
ein hoher Durchsatz (Throughput) erzielbar sind (vgl die Fig 1 mit zugehériger Be-
schreibung auf Seite 210 linke Spalte, Absétze 1 bis 3 iVm Seite 212, rechte Spal-
te, Absatz 3 und Tabelle | auf Seite 216, linke Spalte). Jedoch fuhrt diese Druck-
schrift den Fachmann insofern von den Merkmalen a) und d) bis f) der geltenden

Patentanspriche 1 bzw. 8 weg, als sie eine wesentlich hdhere Beschleunigungs-
spannung von 10 kV (Seite 210, rechte Spalte, letzter Satz) bei einer betrachtlich
grolieren Dicke der Resistschicht von 1,1 um (Legende zur Fig 14 auf Seite 215,
rechte Spalte, unten), einem grélReren Maskenabstand von 0,5 mm (= 500 um)
(Seite 210, rechte Spalte, Satz 2) und einer groleren Maskendicke von 2,5 um
(Fig 3) vorsieht, wobei die aus einer 2 um dicken Siliziummembran bestehende
Maske zusatzlich eine darauf aufgebrachte Absorberschicht aus Gold mit einer
Dicke von 0,5 um aufweist, die sowohl als Strahlstopper (beam stop) fur Hoch-
energie-Elektronen als auch zur Verbesserung der Warmeleitfahigkeit dient (Fig 3
iVm Seite 211, linke Spalte, letzter Absatz bis rechte Spalte, Ziffer 5).

Durch die sich mit der Niedrigenergie-Elektronenstrahl-Lithographie befassende
Druckschrift 3b (Seite 3092, linke Spalte, letzter Absatz bis rechte Spalte, Absatz 3

zu den Figuren 4(a) bis 4(c) iVm dem Abstract auf der Titelseite) kbnnten dem

Fachmann allenfalls die Merkmale a) und d) der geltenden Patentanspriiche 1

bzw. 8 nahegelegt sein. Denn dieser Druckschrift ist zwar entnehmbar, dal eine

Beschleunigungsspannung von 10 kV - wie sie in der Druckschrift 4 vorgesehen

ist - zu einem dramatischen Proximity-Effekt fuhrt (Seite 3092, rechte Spalte, Ab-

satz 3), der sich - unter Erhéhung des Durchsatzes (throughput) - weitgehend ver-
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meiden |alt, wenn eine niedrigere Elektronenstrahlenergie verwendet wird (Ab-
stract auf der Titelseite, Satz 1 und letzter Satz), wobei die Elektronenstrahlener-
gie und die Resistschichtdicke so aufeinander abzustimmen sind, daf} der Elektro-
nenstrahl einerseits - zur Vermeidung von "Scumming"-Restschichten - die ge-
samte Dicke der Resistschicht durchdringt, andererseits jedoch madglichst wenig
tief in das darunterliegende Halbleitersubstrat eindringt, was gemal dieser Druck-
schrift beispielsweise mit Elektronenstrahlenergien von 1 keV, 2,4 keV bzw. 3 keV
- insoweit entsprechend dem Merkmal a) nach dem kennzeichnenden Teil des gel-
tenden Patentanspruchs 1 bzw. 8 - bei Resistschichtdicken von 0,05 pum
(500 Angstrém), 0,2 um (2000 Angstrém) bzw. 0,3 um (3000 Angstrém) - insoweit
entsprechend dem Merkmal d) nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden
Patentanspruchs 1 bzw. 8 - erreichbar ist (Seite 3090, linke Spalte, Absatz 2 und
rechte Spalte Absatz 2 zu den Figuren 1(a) bis 1(c) iVm Seite 3091, linke und
rechte Spalte zu den Figuren 2(a) bis 2(c)). Jedoch findet sich auch in dieser
Druckschrift keinerlei Hinweis in Richtung der die Maske betreffenden Merkma-
le €) und f) nach dem kennzeichnenden Teil der geltenden Patentanspriiche 1
bzw. 8, zumal die Elektronenstrahllithographie hiernach ohne Maske durchgefuhrt

wird.

Auch konnte der Fachmann durch die sich mit der gepulsten Elektronenstrahl-Li-
thographie befassende Druckschrift 2 héchstens zu dem Merkmal e€) nach dem

kennzeichnenden Teil der geltenden Patentanspriche 1 bzw. 8 angeregt werden,

weil danach fur eine 2 um dicke Siliziummembranmaske der Firma IBM, West

Germany - bei der es sich ersichtlich um die Maske nach der Druckschrift 4 han-

delt (vgl die Firmenangabe IBM Deutschland GmbH auf der Titelseite der Druck-
schrift 4) - ein Abstand zur Resistschicht von 25 um vorgesehen ist (25 um spacer
between the mask and the polymer surface, Seite 43, linke Spalte, letzter Absatz
bis rechte Spalte, Absatz 2).
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Im gesamten nachgewiesenen Stand der Technik findet sich indessen jedenfalls
kein Hinweis auf das erfindungswesentliche Merkmal f) nach dem kennzeichnen-
den Teil der geltenden Patentanspriche 1 bzw. 8 - wonach die Maske (30) keine
Absorberschicht aufweist und eine Dicke von 0,2 bis 1,0 um, vorzugsweise
0,5 um, hat - sowie dessen kombinatorisches Zusammenwirken mit den Merkma-

len a) bis e). Von den eingangs genannten Druckschriften 1 bis 6 sind namlich nur

den Druckschriften 2 und 4 Einzelheiten hinsichtlich der Ausbildung der Maske

entnehmbar. Durch die Druckschrift 4 wird der Fachmann jedoch insofern von dem

Merkmal f) weggefuhrt, als die Maske danach - wie dargelegt - aus einer Silizium-
membran mit einer Dicke von 2 um besteht, die mit einer darauf aufgebrachten

0,5 um dicken Absorberschicht aus Gold versehen ist. In der Druckschrift 2 (Sei-

te 43, linke Spalte, letzter Absatz) ist demgegenuber zwar nicht explizit angege-
ben, dal} die aus einer 2 um dicken Siliziummembran bestehende Maske auch
eine Absorberschicht aufweist, jedoch handelt es sich hierbei - wie dargelegt - er-
sichtlich um die mit einer Absorberschicht versehene IBM-Maske nach der Druck-
schrift 4, zumal nach den Angaben des vom Anmelder gestellten Gutachters
Dr. K... in der mundlichen Verhandlung die

2 um dicke Siliziummembran allein bei der in der Druckschrift 2 vorgesehenen

hohen Beschleunigungsspannung von 25 kV (Seite 40, rechte Spalte, Absatz 1
bzw. Seite 42, rechte Spalte, Absatz 2) nicht ausreichen wirde, um ein Passieren

der Maske durch die darauf auftreffenden Hochenergie-Elektronen zu verhindern.

Die Vorrichtung und das Verfahren zum Strukturieren eines strahlungsempfindli-
chen Resists auf einem Halbleitersubstrat mittels eines eine Maske durchsetzen-
den Elektronenstrahls nach den geltenden Patentanspruchen 1 bzw. 8 sind dem-

nach patentfahig.

4. An den Patentanspruch 1 kdnnen sich die geltenden Unteranspruche 2 bis 7
anschlie3en, die vorteilhafte und nicht selbstverstandliche Ausfuhrungsarten der

Vorrichtung nach dem geltenden Hauptanspruch betreffen.
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5. In der geltenden Beschreibung ist der malRgebliche Stand der Technik, von dem
die Erfindung ausgeht, angegeben und die beanspruchte Vorrichtung nebst dem

entsprechenden Verfahren anhand der Zeichnung ausreichend erlautert.

Dr. Meinel Dr. Gottschalk Knoll Dipl.-Phys. Lokys

Be
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